
 2فصل ل ئسام
(on)تا فرض  2-1 0.7VBEV  100ي   وقطٍ کار تراوسیستًرَا یعىی( , )C CEI V  در مدارَای

 . را حساب کىید 53-2شکل 

 
 53-2شکل 

 . تکرار کىید 54-2شکل را ترای مدارَای  1-2مسالٍ   2-2

 
 54-2شکل 

RezaS
Text Box
HW6:
1-18, 1-21, 1-23, 1-32, (refer to Hw4 file)
2-2



 60                   های یک طبقه کننده تقویت/ 2فصل 

 
 (ادامه) 54-2شکل 

1510ي  100تا فرض ایىکٍ   2-3 ASI  را  53-2شکل تاشد وقطٍ کار تراوسیستًرَای  می
 . تایید ومایید SPICEي محاسثات خًد را تا محاسثٍ کىید 

تغییر کىد یعىی دي تراتر شًد وقطٍ کار تراوسیستًرَا را  %100تٍ اودازٌ  SIاگر  3-2در مسالٍ   2-4
 . تحث کىید 3-2محاسثٍ کىید ي در مقایسٍ تا وتایح مسالٍ 

(on)تا فرض ایىکٍ   2-5 0.7VBE V  100ي  شکل  تاشد وقطٍ کار تراوسیستًرَا در  می
 . را محاسثٍ کىید 2-55

100تا فرض ( الف)،  56-2شکل ترای مدارَای   2-6   ي(on) 0.7VBEV  وقطٍ کار
ضریة تقًیت يلتاش، مقايمت يريدی ي مقايمت خريخی ( ب). تراوسیستًرَا را محاسثٍ کىید

فرض . تگیرید 60VAVترای ایه کار يلتاش اِرلی تراوسیستًرَا را . مدارَا را محاسثٍ کىید
 . تایید کىید SPICEمحاسثات خًد را تا . َای مدار تٍ اودازٌ کافی تسرگ َستىد کىید کٍ خازن

(sat)را تا فرض  6-2در خريخی مدارَای مرتًط تٍ مسالٍ  swingحداکثر   2-7 0.2VCEV 
 . تایید کىید SPICEمحاسثات خًد را تا . محاسثٍ کىید

50تا فرض ( الف)،  57-2شکل ترای مدارَای   2-8   ي(on) 0.7VBEV  وقطٍ کار
ضریة تقًیت يلتاش، مقايمت يريدی ي مقايمت خريخی ( ب). تراوسیستًرَا را حساب کىید

فرض . تگیرید 50VAVترای ایه کار يلتاش اِرلی تراوسیستًرَا را . مدارَا را محاسثٍ کىید
 . تایید کىید SPICE محاسثات خًد را تا. َای مدار تٍ اودازٌ کافی تسرگ َستىد کىید کٍ خازن

(sat)را تا فرض  8-2در خريخی مدارَای مرتًط تٍ مسالٍ  swingحداکثر    2-9 0.2VCE V 
 . تایید کىید SPICEمحاسثات خًد را تا  . محاسثٍ کىید
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 55-2شکل 

Vo

4K

+
Vin

Q 1

920K

10K

3V

C 1

  

Vo

4K

+
Vin

Q 1

26K

10K

3V

C 1

C24K
34K

( )

Vo

3K

+
Vin

Q 1

360K

10K

3V

C 1

1K C 2

( )

(   )

- -

-

 
 56-2شکل 



 62                   های یک طبقه کننده تقویت/ 2فصل 

Q 1

10K

+3V

C 1

1.5K230K

(   )

Vo

Q 1

0.5K2.9K

3.1K

1K

C 1

+3V

1K

C 2

Vo

( )

+3V

Q 1

40K

1.5K

1K C 1

( )

   Vo

Q 1

1K

237.5K

1K

C 1

+3V

3.75

C 2

Vo

( )

Q 1

0.5K29K

31K

1K

C 1

+3V

1K

C 2

Vo

( )

+
Vin

-

+
Vin

-

+
Vin

-

+
Vin

-

+
Vin

-

 
 57-2شکل 

(on)تا فرض ( الف)، 58-2شکل ترای مدارَای   2-10 0.7VBEV  100ي   وقطٍ کار
ضریة تقًیت يلتاش، مقايمت يريدی ي مقايمت خريخی ( ب). تراوسیستًرَا را حساب کىید

َای مدارَا تٍ اودازٌ کافی  فرض کىید کٍ خازن. تدست آيرید 60VAVمدارَا را تا فرض 
 . تایید کىید SPICEمحاسثات خًد را تا . تسرگ َستىد

(sat)را تا فرض  10-2در خريخی مدارَای مسالٍ  swingحداکثر    2-11 0.2VCEV  ٍمحاسث
 . تایید کىید SPICEمحاسثات خًد را تا . کىید
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 58-2شکل 

(on)تا فرض ( الف) 59-2شکل ترای مدارَای تیس مشترک    2-12 0.7VBEV  100ي   ٍوقط
ضریة تقًیت يلتاش، مقايمت يريدی ي مقايمت ( ب). کار تراوسیستًرَا را محاسثٍ کىید

َای مدار را تٍ اودازٌ کافی تسرگ  خازن. محاسثٍ کىید 60VAVخريخی مدار را تا فرض 
 . تایید کىید SPICEمحاسثات خًد را تا  . فرض کىید

(on)تا فرض ( الف)،  60-2شکل دادٌ شدٌ در  Cascodeترای مدار   2-13 0.7VBEV  100ي  
تاشد ضریة تقًیت يلتاش مدار،  60VAVاگر ( ب). وقطٍ کار تراوسیستًرَا را محاسثٍ کىید

. ، مقايمت يريدی ي مقايمت خريخی مدار را محاسثٍ کىیدXضریة تقًیت در گرٌ 
 . تایید کىید SPICEمحاسثات خًد را تا . تاشىد َای مدار تٍ اودازٌ کافی تسرگ می خازن
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100کىىدٌ یک طثقٍ کسکًد کٍ در آن  یک تقًیت  2-14  ،(on) 0.7VBEV ،(sat) 0.2VCEV  
ترای شرایط  کىىدٌ را تتقًیایه ( الف). است دادٌ شدٌ 61-2شکل است در  60VAVي 

max output swing  ،2. ذکر شدٌ طراحی کىید 0.5VCEV  1ي 0.5mACI 
 .خی مدار طراحی شدٌ را محاسثٍ کىیديضریة تقًیت، مقايمت يريدی ي مقايمت خر( ب)

 .تایید کىید SPICEطراحی خًد را تا  ( ج)
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 60-2شکل       61-2شکل  

100وشان دادٌ شدٌ کٍ در آن  62-2شکل یک طثقٍ کالکتًر مشترک در   2-15  ،
(on) 0.7VBEV ،(sat) 0.2VCE V  50يVAV تاشد می . 

1را ترای آوکٍ  BRمقايمت ( الف) 1mACI ضریة تقًیت يلتاش،( ب). تاشد محاسثٍ کىید       
 maximum output swingطراحی ( ج). ، مقايمت يريدی ي خريخی مدار را محاسثٍ کىید

 . تایید کىید SPICEخًد را تا 
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